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В последние годы органическая электроника стремительно развивается, и одним из ее перспективных направлений является разработка эффективных органических светоизлучающих полевых транзисторов (ОСПТ), которые являются потенциальными конкурентами органических светоизлучающих диодов и в будущем могут заменить их в производстве экранов, дисплеев и др. Одним из ключевых параметров ОСПТ является подвижность носителей зарядов. Как известно, молекулярная структура органического полупроводникового слоя в устройствах сильно влияет на транспорт зарядов, поэтому требует детального изучения.
Спектроскопия комбинационного рассеяния света (КРС) является мощным инструментом для изучения органических сопряженных материалов на молекулярном уровне. Особый интерес представляют измерения низкочастотных (НЧ) спектров КРС, позволяющие получить информацию о межмолекулярных взаимодействиях. 
В данной работе была изучена морфология тонких кристаллических пленок тиофен-фениленовых сопряженных олигомеров (ТФСО). Эти пленки обладают высокой люминесценцией и эффективным транспортом зарядов, поэтому являются потенциальными материалами для создания OСПТ. На основе анализа С–С мод было показано, что КРС чувствительно к ориентации монокристаллических доменов, что позволяет оценивать качество пленок. Также было показано,  что НЧ спектры КРС позволяют получить информацию о коллективных колебаниях кристаллической решетки и являются чувствительными к изменениям в кристаллической структуре материалов. Рис. 1 демонстрирует характерную зависимость НЧ спектров КРС монокристаллической пленки ТФСО от температуры, позволяющую проанализировать динамику молекулярного порядка и колебаний.
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Рис. 1. а) Спектры КРС для разных температур; б) Зависимость положения НЧпика от температуры; в) Структура молекулы ТФСО.

Изучение температурных данных для НЧ спектров КРС позволило сопоставить межмолекулярные колебания с параметрами кристаллической решетки. Также в работе была обсуждена корреляция между молекулярной упаковкой, колебаниями и полупроводниковыми свойствами изучаемых кристаллических пленок.
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